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GF 128

Nicht fiir Neuentwicklung

electronic electronic
Germanium-pnp-Legierungs-Diffusions-Transistor der Bauform A 4/15 — 4b nacl Statische Kennwerte Min. Typ Max.
TGL 11811 fiur Verstérkerstuf i . '
dr Verstdrkerstufen bei 37 MHz Kollektor-Basis-Reststrom -lcso 7.5 uA
-Ucs = 6V
Kotlektor-Basis-Reststrom -lceo 100 pA
-Ucs = 25V
Emitter-Basis-Reststrom -leso 100 pA
-Ues = 0,5V
Kollektor-Basis-Stromverhdltnis h21e 40
% -Uese = 6V
-Ic = 1 mA
S
g @ s 1 Dynamische Kennwerte
8 1 i Ubergangsfrequenz fr 100 MHz
' -Uce = 10V
0 5 | -le = 3mA
Masse ca. 0,6 g f = 100 MHz
Riickwirkungszeitkonstante Jh12b] 24 ps
Wdarmewiderstand Rinja =< 0,6 grd/mW -Ucs = 10V W
' -l = 3 mA
f = 30 MHz
Grenzwerte; giltig flir den Betriebstemperaturbereich
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso = 25V Vierpolparameter g11e 5 mS 11T mS 25 mS
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucer?) = 20V Cite 12 pF 30 pF 80 pF
Emitter-Basis-Spannung -Ueso = 0,5V ~Uce = 10V ly24el 40 mS 60 mS
Gesamtverlustleistung Py = 80 mW -le = 3mA g22e 83 uS 160 uS 360 pS
bei %« = 25°C f == 37 MH:z C22¢ 1,5 pF 25 pF 45 pF
Kollektorst - =
Eo.e orstrom le 10 mA Riickwirkungskapazitdt -C1ze 0,55 pF 1,2 pF
mitterstrom e = 11 mA U — 6V
Basisstrom -le = 1 mA -l ce _ 1 mA
Sperrschichttemperatur 9y = 75°C -ie 1 mMH
Betriebstemperaturbereich —25°C bis +65°C =10 z
1) bei Re/Re =< 100 mit R — R1° Rz
R1 4 Rz
Ry
Ry Re

Bestellbeispiel fiir einen Transistor
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‘Stammbetrieb .
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